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題

名 

RX65Nグループ、RX651グループ 

ユーザーズマニュアル ハードウェア編の誤記訂正 
情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RX65Nグループ、RX651グループ 

対象ロット等 

関連資料 

RX65Nグループ、RX651グループ 

ユーザーズマニュアル ハードウェア編 

Rev.1.00（R01UH0590JJ0100） 全ロット 

RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 において、誤記がありま

したので、以下のとおり訂正いたします。 

 

No. 章番号 訂正内容 

1 1章 概要 表1.1 仕様概要(5/8) リアルタイムクロック機能に注記を追加 

2 23章 マルチファンクションピンコントローラ（MPC） 23.2.24 外部バス制御レジスタ0（PFBCR0）のビット名誤記を訂正 

3 41章 クワッドシリアルペリフェラルインタフェース

（QSPI） 

41.4.3 シリアルフラッシュメモリを使用する場合の注意事項に変更 

4 44章 SDスレーブインタフェース（SDSI） 44.1 概要 本文内誤記を訂正 

5 50章 12ビットA/Dコンバータ（S12ADFa） 50.1 仕様概要 表50.1 動作モードの誤記を訂正 

6 51章 12ビットD/Aコンバータ（R12DA） 51.3 動作説明 本文（3） 

ADCLKが周辺モジュールクロックよりも早い場合の動作条件を削除 

7 51章 12ビットD/Aコンバータ（R12DA） 51.3.1 D/A変換とA/D変換の干渉対策 本文（4）および図51.4 

ADCLKが周辺モジュールクロックよりも早い場合の動作条件を削除。 

8 57章 電気的特性 57.2 DC特性 ディープスタンバイ電流値の誤記訂正 

9 57章 電気的特性 57.2 DC特性 表57.6 リファレンス電源電流 12ビットA/D変換中（ユ

ニット0）の電気的特性値の誤記を訂正 

10 57章 電気的特性 57.2 DC特性 許容総消費電力を追加。 
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No.1 1.1 仕様概要 

表 1.1のリアルタイムクロックの機能欄、および表末に以下のとおり注 4を追加いたします。 

 

Page 66 of 2491 

 

 

Page 69 of 2491 

 

 

 

注 4. リアルタイムクロックを使用しない場合、｢31.6.7 リアルタイムクロックを使用しない場合の初期化手順｣に従ってリア

ルタイムクロック内のレジスタを初期化してください。 

(注４) 
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No.2 23.2.24 外部バス制御レジスタ 0（PFBCR0）（Page 808 of 2491） 

以下のとおり ADRHMS2 ビットのビット名を訂正いたします。 

 

【訂正前】 

ビット シンボル ビット名 機能 R/W 

省略 

b1 ADRHMS A16～A23 出力許可ビット 表 23.20 を参照してください R/W 

b2 ADRHMS2 A18～A20 出力許可 2 ビット R/W 

省略 

 

【訂正後】 

ビット シンボル ビット名 機能 R/W 

省略 

b1 ADRHMS A16～A23 出力許可ビット 表 23.20 を参照してください R/W 

b2 ADRHMS2 A16～A23 出力許可 2 ビット R/W 

省略 

 

 

 

No.3 41.4 使用時の注意事項（Page 1972 of 2491） 

QSPI 章の「41.4 使用時の注意事項」において、41.4.3の見出し、および記載内容を以下のとおり変更いたしま

す。 

 

【変更前】 

41.4.3 Single/Dual/Quad-SPI 動作で SPI モード 3 を使用する場合 

Single/Dual/Quad-SPI動作でシリアルフラッシュメモリを使用する場合は、SPCMDn.CPOLビット 

（n = 0～3）を“1”、SPCMDn.CPHA ビット（n = 0～3）を“1”に設定し、SPIモード 3を使用してください。 

 

【変更後】 

41.4.3 シリアルフラッシュメモリを使用する場合の注意事項 

SPI動作モードを Dual-SPI または Quad-SPIにしてシリアルフラッシュメモリを使用する場合、

SPCMDn.CPOL、CPHA ビット（n = 0～3）を両方とも“1”にし、SPIモード 3に設定してください。モード 0

～モード 2は使用できません。また、SPCMDn.SPNDEN、SLNDEN、SCKDEN ビットをすべて“1”にして遅

延期間を設けてください。 
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No.4 44.1 概要（Page 2040 of 2491） 

SDSI 章の「44.1 概要」本文 3行目を以下のとおり訂正いたします。 

 

【変更前】 

20Mバイト/秒以上の最高スループットを実現することが可能です。 

 

【変更後】 

25Mバイト/秒の最高スループットを実現することが可能です。 

 

 

No.5 50.1 概要（Page 2168 of 2491） 

S12ADFa章の「50.1 概要」において、「表 50.1 12 ビット A/Dコンバータの仕様(1/2)」の動作モードの内容欄

1行目を以下のとおり訂正いたします。 

 

【変更前】 

動作モードは 3ユニット個別で設定可能です。 

 

【変更後】 

動作モードは 2ユニット個別で設定可能です。 

 

 

No.6 51.3 動作説明（Page 2313 of 2491） 

R12DA 章の「51.3 動作説明」において、(3)の本文を以下のとおり訂正いたします。 

 

【変更前】 

(3) DADR0 レジスタを書き換えると変換を開始します。tDCONV 時間経過後、変換結果が出力されます。

DAADSCR.DAADST ビットが“1”（D/A 変換と A/D 変換の干渉対策が有効）の場合、D/A 変換開始まで最

大 A/D 変換 1 回分待たされます（ADCLK が周辺モジュールクロックよりも速い場合は、A/D 変換 1 回分

以上待たされる場合があります）。 

 

【変更後】 

(3) DADR0 レジスタを書き換えると変換を開始します。tDCONV 時間経過後、変換結果が出力されます。

DAADSCR.DAADST ビットが“1”（D/A 変換と A/D 変換の干渉対策が有効）の場合、D/A 変換開始まで

最大 A/D変換 1回分待たされます。 
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No.7 51.3.1 D/A 変換と A/D 変換の干渉対策 

R12AD 章の「51.3.1 D/A 変換と A/D変換の干渉対策」において、ADCLK が周辺モジュールクロックよりも速

い場合に関する記述を削除いたします。 

 

Page 2314 of 2491 

(4)の本文を以下のとおり訂正いたします。 

 

【変更前】 

(4) DADR0レジスタを設定する（ADCLK が周辺モジュールクロックよりも速い場合は、A/D 変換 1回分以上

待たされる場合があります）。 

 

【変更後】 

(4) DADR0レジスタを設定する。 

 

Page 2315 of 2491 

図 51.3下の本文、および図 51.4を削除いたします。 

 

ADCLK が PCLK よりも速い場合、A/D 変換 1と A/D 変換 2の間に出力される ADCLK 1周期分の 12ビッ

ト A/D コンバータ同期 D/A変換許可入力信号を 12ビット D/Aコンバータが取り込めない可能性があります。

図 51.4に 12ビット D/Aコンバータが 12ビット A/D コンバータ同期 D/A変換許可入力信号を取り込めない例

を示します。この場合、DA0信号は D/A変換値 Aの出力を継続します。 
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No.8 57.2 DC 特性（Page 2410 of 2491） 

電気的特性章の「57.2 DC特性」において、「表 57.5 DC 特性（3）」のディープソフトウェアスタンバイモード

での特性値を以下のとおり訂正いたします。 

 

【訂正前】 

項目 記号 min typ max 単位 測定条件 

消費電流
（注1） 

省略 ICC 
（注3） 

省略 

デ
ィ
ー
プ

 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

 

ス
タ
ン
バ
イ
モ
ー
ド

 

スタンバイRAM, USBレジューム検出部 

(USB0のみ)電源供給あり 

— 15.5 51 µA  

スタンバイ

RAM, USB 

レジューム 

検出部 

(USB0のみ)

電源供給なし 

パワーオンリセット回路 

低消費電力機能無効（注5） 

— 11.5 29  

パワーオンリセット回路 

低消費電力機能有効（注6） 

— 4.9 20  

RTC動作時

の増分 

低CL水晶発振子使用時 — 1 —  

標準CL水晶発振子使用時 — 2 —  

省略 省略 

 

【訂正後】 

項目 記号 min typ max 単位 測定条件 

消費電流
（注1） 

省略 ICC 
（注3） 

省略 

デ
ィ
ー
プ

 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

 

ス
タ
ン
バ
イ
モ
ー
ド

 

スタンバイRAM, USBレジューム検出部 

(USB0のみ)電源供給あり 

— 15.5 61 µA  

スタンバイ

RAM, USB 

レジューム 

検出部 

(USB0のみ)

電源供給なし 

パワーオンリセット回路 

低消費電力機能無効（注5） 

— 11.5 38  

パワーオンリセット回路 

低消費電力機能有効（注6） 

— 4.9 29  

RTC動作時

の増分 

低CL水晶発振子使用時 — 1 —  

標準CL水晶発振子使用時 — 2 —  

省略 省略 
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No.9 57.2 DC 特性（Page 2411 of 2491） 

電気的特性章の「57.2 DC特性」において、「表 57.6 DC特性(4)」のリファレンス電源電流–12ビット A/D変換

中（ユニット 0）の特性値を以下のとおり訂正いたします。 

 

【訂正前】 

項目 記号 min typ max 単位 測定条件 

省略 

リファレンス

電源電流 

12 ビット A/D 変換中（ユニット 0） AIREFH — 25 40 µA IVREFH0 

12 ビット A/D 変換待機時（ユニット 0） — 0.07 0.4 µA IVREFH0 

12 ビット A/D スタンバイ時（ユニット 0） — 0.07 0.2 µA IVREFH0 

省略 

 

【訂正後】 

項目 記号 min typ max 単位 測定条件 

省略 

リファレンス

電源電流 

12 ビット A/D 変換中（ユニット 0） AIREFH — 38 60 µA IVREFH0 

12 ビット A/D 変換待機時（ユニット 0） — 0.07 0.4 µA IVREFH0 

12 ビット A/D スタンバイ時（ユニット 0） — 0.07 0.2 µA IVREFH0 

省略 

 

 

 

 No.10 57.2 DC 特性 

以下の電気的特性を「DC特性(5)」として追加します。 

 

【変更後】 

表57.x DC特性（5） 

条件：VCC = AVCC0 = AVCC1 = VCC_USB = 2.7～3.6V, 2.7≦VREFH0≦AVCC0,  

VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = 0V,  

Ta = Topr 

項目 パッケージ 記号 min typ max 単位 測定条件 

消費電力（注1） PLQP0144KA-B Pd — — 0.383 W Ta = 85°C 

PLQP0100KB-B — — 0.371 W 

PTLG0145KA-A — — 0.459 W 

PTLG0100JA-A — — 0.571 W 

【使用上の注意】LSIの信頼性を確保するために、上記の値を超えないようにしてください。 

注1. 出力バッファで消費される電力を含むチップ全体の消費電力です。 

 

以上 


